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研究成果の概要（和文）：本研究は、自発分極の双安定性によって現れる分極誘起抵抗変化現象に着目した新しいメモ
リ素子の実現を目的とし、その動作原理の基礎的理解と特性向上に関連した研究を進めたものである。強誘電性の発現
に際して基板種の制限を受け難い高分子強誘電体VDF/TrFE共重合体に着目し、膜厚10nm以下の超薄膜試料を異なる電極
種上に作製し、その電気伝導性の評価を行うことで、金属電極種の違いが分誘起極抵抗変化効果に与える影響について
検討を行った。作製した薄膜において分極反転に伴う抵抗変化が10～100倍現れることを確認しており、抵抗変化を利
用した不揮発性メモリ素子への応用可能性を実験的に示すことができたと結論付けた。

研究成果の概要（英文）：In this project, the research has been done for understanding a 
polarization-induced resistive switching phenomenon in ferroelectrics and establishing a nonvolatile 
memory. We observed a clear polarization reversal-induced resistance switching effect in ferroelectric 
Vinylidene-fluoride (VDF)/Trifluoroethylene (TrFE) copolymer thin films. Pt and Au were used as the 
bottom and top electrodes, respectively, and the thickness of the VDF/TrFE copolymer film was adjusted to 
be 10 nm. The conduction current was 100 times higher in the case of the spontaneous polarization of the 
VDF/TrFE film towards the Au electrode than that in the case of the opposite direction. This resistance 
switching was confirmed to be reproducible after 10 successive polarization reversals. Thus, we concluded 
that the film based on the structure can work as a novel resistive switching memory.

研究分野：強誘電体、高分子電気物性
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１．研究開始当初の背景 
昨今、電子機能性デバイスに関する競争が激
化し、その研究範囲も多岐に渡っている。従
来の半導体産業における発展の要となった
微細化は原理的限界を迎え、More than 
Moore に象徴される新しい原理に基づいた
素子開発が課題となっている。HDD や
FLASH に代表されるメモリ技術に関しても、
MRAM, ReRAM, PRAM, FeRAMといった
新しいメモリ技術が次世代メモリの候補と
して注目されている。 
 
 
２．研究の目的 
極薄膜化された強誘電体の自発分極の向き
によって膜中の電気伝導性を変調する試み
に関心が集まっている。この強誘電性トンネ
ル 接 合 素 子 (Ferroelectric Tunneling 
Junction: FTJ)は、強誘電体不揮発性メモリ
(FeRAM)と抵抗変化型メモリ(ReRAM)の特
長を兼備した新しいメモリデバイスとして
の展開が期待されているが、電気伝導性に及
ぼす強誘電体障壁(Fig. 1)の役割等、その機構
に関しては依然として不明な点も多い。これ
は、多くの強誘電体において、トンネル伝導
性を発現する膜厚領域にて表面エネルギー
の顕在化を最小限にする格子整合基板が必
要不可欠であり、この基板選択性の制限が界
面現象理解の障害の要因になっていると考
えられる。そこで我々は、特別な格子整合基
板がなくても数ナノメートル厚にて強誘電
性を発現可能な有機強誘電体に注目し、種々
の金属電極上に成膜した強誘電体薄膜試料
の 分 極 反 転 に 伴 う Tunneling 
Electro-Resistance (TER) 効果について検
討した。 

Fig1．強誘電性トンネル接合のバンド図 
 
 
３．研究の方法 
SiO2/Si(100)ウェハ上に Pt, Ru, Au が下部電

極層としてそれぞれ形成された基板を用い
た。これらの基板上に、Fig.2 に示すフッ化
ビニリデン(VDF)/三フッ化エチレン(TrFE)
共重合体（重合比 75：25mol%）の炭酸ジエチ
ル溶液をスピンコート法により展開し、回転
中に溶液を乾燥させ、平均膜厚 10 nm 以下の
薄膜を形成した。その後、上部電極として金
を真空蒸着し、120℃にて 1 時間の結晶化ア
ニール処理を施した。作製した試料の断面
TEM像ならびに、表面AFM像をFig.3に示す。 

Fig.2 VDF/TrFE 共重合体 
 

Fig.3 (a)(b)断面 TEM像ならびに(c)表面 AFM
像 
 
 
４．研究成果 
Fig.4 に作製した 6 nm 厚 VDF/TrFE 共重合体
薄膜の強誘電性ヒステリシス曲線を示す。残
留分極値が厚膜試料と比べて2割程度減少し
ており、薄膜効果による強誘電特性の劣化が
示唆されたものの、この膜厚領域においても
依然として良好な強誘電性が維持されてい
ることが確認できた。特筆すべきは試料の絶



縁性の高さであり、1 GV/m を超える高電界印
加においてもヒステリシス測定が可能であ
った。これは膜厚ならびに膜質の均一性を保
証する結果であり、Fig.3 の TEM 観察結果と
合わせ、TER 効果を検証する上で理想的な薄
膜が作製できていると言える。Fig.5 に試料
の分極状態を正方向、負方向に揃えた状態で、
分極反転が起こらない電場範囲で電流密度
J-電場 E特性を評価した結果を示す。ここで
の正方向とは、上部電極より正電場を印加し
た際に維持される自発分極の向きを表して
おり、正方向においては電気伝導度が小さく、
負方向においては電気伝導度が大きくなる
という結果を得た。Fig.4 のヒステリシス曲
線からは、抗電場が正側にシフトとしており、
膜中に存在する内部バイアス電場がJ-E特性
に見られる電流変化の一因になっていると
考えられる。このような現象は、下部電極の
金属種によって挙動が大きく異なることも
見出されている。また、作製した薄膜におい
て分極反転に伴う抵抗変化が100倍現れてお
り、抵抗変化を利用した不揮発性メモリ素子
への応用可能性を実験的に示すことができ
たと結論付けた。 

Fig.4 D-E ヒステリシス曲線 

Fig.5 分極誘起抵抗変化特性 
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